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【手続補正書】
【提出日】平成22年9月17日(2010.9.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体デバイスを形成する方法であって、
　　基板を第1処理チャンバに導入する工程と、
　　所望の厚さを有する高ｋ誘電体層を前記第1処理チャンバ内の前記基板の表面に形成
する工程と、
　　前記基板を周囲空気に曝すことなく、第２処理チャンバに移す工程と、
　　前記基板を、フッ素ソースガスを含む低エネルギープラズマに曝して、フッ素化され
た高ｋ誘電体層を前記基板の上に、前記第２処理チャンバ内の高ｋ誘電体層をエッチング
することなく形成する工程と、
　　前記基板を周囲空気に曝すことなく、第３処理チャンバに移す工程と、
　　ゲート電極を前記第３処理チャンバ内のフッ素化された高ｋ誘電体層の上に形成する
工程と、
を含む、方法。
【請求項２】
　フッ素ソースガスは、Ｆ２，ＮＦ３，ＨＦ、及びこれらのガスの組み合わせから成るグ
ループから選択される、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　フッ素ソースガスは、炭素を含まないガスを含む、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　基板を、フッ素ソースガスを含む低エネルギープラズマに曝す工程は、１００℃未満の
基板温度で行なわれる、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　低エネルギープラズマは誘導パルスプラズマソースを使用して形成される、請求項１記
載の方法。
【請求項６】
　低エネルギープラズマは、連続波誘導及び容量結合の混合プラズマソースを使用して形
成される、請求項１記載の方法。
【請求項７】
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　前記ゲート電極は、チタン、窒化チタン、タンタル、窒化タンタル、タングステン、及
び窒化タングステンから成るグループから選択される金属ゲート電極である、請求項１記
載の方法。
【請求項８】
　基板を、フッ素ソースガスを含む低エネルギープラズマに曝す工程は、所望の厚さを有
する高ｋ誘電体層を基板の表面に形成する工程の後に行なわれる、請求項１記載の方法。
【請求項９】
　フッ素化された高ｋ誘電体層に含まれるフッ素の濃度は、１Ｅ１４原子／ｃｍ２～４Ｅ
１５原子／ｃｍ２である、請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　前記高ｋ誘電体層は、酸化ハフニウム、酸化ジルコニウム、珪酸ハフニウム、アルミン
酸ハフニウム、酸化ランタンハフニウム、酸化ランタン、及び酸化アルミニウムから成る
グループから選択される少なくとも一つの材料を含む、請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　高ｋゲート積層構造を形成する方法であって、
　　高ｋ誘電体層を基板の上に形成する工程と、
　　前記高ｋ誘電体層をアニールする工程と、
　　前記基板を、低イオンエネルギーフッ素含有プラズマに曝して、フッ素化された高ｋ
誘電体層を形成して、高ｋゲート積層構造中の酸素空孔及び他の結合欠陥をパシベートす
る工程と、
　　前記フッ素化された高ｋ誘電体層をアニールする工程と、
　　ゲート電極を前記フッ素化された高いｋ誘電体層の上に形成する工程と、
を含む、方法。
【請求項１２】
　基板を、低イオンエネルギーフッ素含有プラズマに曝す工程では、約５０ワット～約１
０００ワットのＲＦ電力を供給することを含む、請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　基板を、低イオンエネルギーフッ素含有プラズマに曝す工程は、誘導パルスプラズマ、
連続波容量結合プラズマソース、及び連続波誘導及び容量結合の混合プラズマソースから
成るグループから選択されるパルス無線周波数プラズマプロセスを行なうことを含む、請
求項１１記載の方法。
【請求項１４】
　基板を、フッ素ソースガスを含む低エネルギープラズマに曝す工程は、１００℃未満の
基板温度で行なわれる、請求項１１記載の方法。
【請求項１５】
　アルゴン、ヘリウム、窒素、酸素、及びそれらの組み合わせからなるグループから選択
されるガスをフッ素ソースガスと同時に流す工程をさらに含む、請求項２記載の方法。
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